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1. Ohmsk skeyti - snertivionam

(10) Snertividnami ohmskra skeyta, sem eru mikio ibeett og smug er radandi leidniferli,

er lyst med jofnunni

PR <¢b01>
C (¢f0) \/m

par sem C; ~ 6.9 x 10'° cm™%/2eV~! fyrir kisil. Ef ¢, = 0.6 eV og peo = 1.0 x

1077 © cm? fyrir snertu 4ls 4 kisil. Hversu mikid fellur snertiviondmid ef ibétin er

aukin frd 1 x 10" til 1 x 10%° em =3 ?

2. Ohmsk skeyti - snertivionam

(10) Meettisproskuldurinn ¢y, fyrir PtSi melmi & n-leidandi kisil er u.p.b. 0.85 eV
en fyrir Al er hann 0.65 eV. Hvers vegna er pa i raunveruleikanum snertivionam Al

vid nT—Si heerra en fyrir PtSi 7
3. MOS tvistur
(10) Teiknid C' — V' grof fyrir Si/SiOy MOS tvist.

(a) Teiknid C' — V graf fyrir kjortilfelli Si/SiOs MOS tvist vid 300 K. Gera skal rad
fyrir pykkt oxids d = 300 A, ihotarpéttleika Ny = 5 x 10%5 cm™ og méalmyfirbord
s¢ 5 x 107* cm? ad flatarmali.

(b) Gerid nu rad fyrir ad vinnufall malmsins sé 3 eV, rafeindassckni halfleidarans sé

ax = 4.05 eV, Qf/q = 10" Cm_27 Qm/q = 10" Cm_Q, Qot/q =5 x 10% CIn_27 og
Qit/q = 0. Teiknid C' — V graf.



4. Proskuldsspenna MOS tvists

(10) Teikna skal proskuldsspennu MOS tvists sem fall af ibotarpéttleika & bilinu
10 —10' ecm ™3 fyrir beedi n- og p-leidandi undirlag. Gera skal rad fyrir ¢, = —0.92
V fyrir n-efnid, Q;; = 10''q C/cm? og bykkt oxids d = 200 A. Athugid ad ¢ parf
a0 reikna 1t fré breytingu i Er fyrir p-leidandi efnio.



